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En la técnica de la transmisién de datos, en que se
tiene en particular que explotar informaciones transmiti-
das a una cadencia independiente de la del 8rgano de lec-
tura, que debe explotar estas informaciones segfin su orden
de antigliedad, se utilizan memorias de apilamiento gque me-
morizan las informaciones en el orden cronolégico de su
aparicifn.

El objeto del presente invenio es una memoria de api-
lamiento que permite la entrada en memoria de uns informa=-
cidn codificada en forma binaria desplazando al mismo tiem-—
Po hacia la salida las informaciones precedentemente &lma-
cenadas en la memoria sin alterar el orden cronolégico de
su entrada. Por accidn sobre una sefial de mando llemada se-
fial de reloj, se puede hacer circular la informacidn alma-
cenada en la memoria por desplazamientos sucesivos hacia la
salida s fin de que la informacidn mis antigus se encuentre
la primera disponible en las salidas de la memoria de api~
lamiento.

Tal memoria presenta la particularidad de poseer por
una parte dos sefiales 18gicas de mando, la primera que ac—
tfa sobre la orientacidn de los bitios de entrada para au-
torizar o nd su penetracién en la memoria, la segunda que
permite borrar la informaciln extraida de la memoria. Esta
memoria posee por otra parte, dos bitios suplementarios;un

"pitio de desbordamiento" y un "bitio de marcacidn".
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El bitio de desbordamiento destinado a averiguar si la
memoria ha sido saturada en un momento dedo, acompafia even—
tualmente la informacién presentada al Srgano de lectura co-
nectado sobre las salidas de la memorla: este bitio es ela-
borado por puertas llgicas y un circuito tamporizasdor manda=
dos a partir de la primera sefial l6gica de mando y del bitio
de marcacidn, que acompafia la informacidn que ha entrado en
memoria.

E1 ritmo de salida de las informaciones es .adoptado al
del 8rgano de lectura mismo, mientras qﬁe el retmo de entra-
da de las inférmaciones es ocualguiera.

La memoria de apilamiento segfin el invento, esté carac-
terizade porque tiene:

12) tantos circuitos de memorie como bitios hay en la in-
formacidn a transmitir, estando compuesto cada circuito de
memoria por una parte por un grupo de n registros idénticqs
de desplazamientos montados en serie (teniendo cada regis-
tro de desplazamiento varios emplazamientos, dos entradas
unidas entre sf y una salida), por otra parte tres puertas
1l6gicas de orientacidn con dos entradas y una selida, a sa-
ber una primera puerta cuya primera entrada recibe el bitio
de entrada correspondiente a dicho circuito de memoria y
cuye otra entrada recibe una sefial 1ldgica de autorizacién
de entrada en dicha memoria (sefial designada en lo que si-
gue por "primera sefial 1léglca"), una segunda puerta cuya
primera entrada esté conectada a la salida de la primera
puerta y cuya segunda entrada estd conectada e la salida de
la tercera puerta, teniendo el grupo de los registros su
entrada conectada a le salida de la segunda puerta y su sa=~

lida unida a la pfimers entrada de la tercera puertg, reci-
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biendo la segunda entrada de dicha puerta, la primera sefial
18gica complementaday estando constitufda 1§ salida de cada
circuito de memoria por la salida de su grupo de registros.

22) un primer circuito auxiliar compuesto por un grupo
de n registros de desfasaje idénticos a los precedentes y
montados en serie pero cuyas dos entradas del primexr regis=-
tro no estén unidas juntas como en el 1l2), recibiendo una de
estas entradas una sefial 1l8gica de mando llamada "segunda
sefial 18glica" destinada a borrar en la memoria la informa-
cidn que ha salido de ella, estando conectada la otra en-
trada a la salida de una puerta ldgica con dos entradas
unidas respectivamente a las salidas de otras dos puertas
18gicas con dos entradas y una salide cada una, teniendo
la primera de estas puertas una entrada que recibe un bi-
tio auxiliar llamado "bitio de desbordamiento" y recibien-
do la otra entrada la primera sefial 1l8gica, teniendo la se-
gunda de estas puertas una entrada que recibe la primera
sefial 1l6gica complementada, estando unida ls otra entrada
& la salida del grupo de registros precedente que constitu-
ye as{ la salida de dicho primer circulto auxiliar, salida
cuyo estado 1léglco indica el desbordamiento eventual de la
memoria.

32) un segundo circuito auxiliar compuesto por un grupo
de n registros de desplazamiento id&ntico al grupo del pri-
mer circuito auxiliar y cuya primera entrada del primer re-
gistro recibe la segunda sefial l8gice, mientras que la se~
gunda entrada de dicho registro esti unida a la salida de
una puerta légica de dos entradas, recibiendo una de estas
entradas la primera sefial 1l8glca complementada y estando la

otra entrada unida & la salida de otra puerta 1l8gica de dos
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entradas, recibiendo una la primera sefal l8gica complemen-
tada y estando la otra conectada a la salidea del grupo de
registros precitado, entregando dicha salide un bitio auxi-
liar llsmado "bitio de marcacibn' y constituyendo la salkda
de dicho segundo circuito guxiliar.

42) una seiial de reloj que inicia el avance de lasg infor-
maciones, hacia la salida de la memoria, en los tres grupos
de registros de desplazamiento enumerados anteriormente.

El invento ser§ mejor comprendido con referencia & un
ejémplo de realizaciln representado en la finica figura ad-
Junta. |

Ia memoria seglin el invento, cuyo esqueps eléctrico
estd representado en el interior del cuadro de trazo mixto,
tiene por una parte un cierto nfmero de entradas represen-
tadas sobre el lado izquierdo del cuadro por la letra E se~
guida de un Indice, por otra parte un nfimeroc de salidas re-
presentadas sobre el lado derecho del cuadro por la iétra s
seguida de un {ndice, siendo superior el nfmero de salidas
en una unidad al nfimero de entradas, y finalmente dos seiia~
les 18gicas de mando C, ¥ Gé cuyos bornes de entrada estén
en la parte inferior del cuadro, siendo Cl una sefial de
autorizacidén de entrada en la memoria y siendo C, una sefial
de borrado de la informecién extrida de la memoria.

El esqueme tiene finicamente reéistros de desplazamien-
to del tipo conocido y circuitos l8gicos Y de inversidn de
dos entradas. A

Le informacidn que debe entrar en la memoria es codifi-
cada previamente en forma de binarie con ayuda de y bitios
que constituyen respectivemente las entradas légicas Epy Eoy

E5.....Ey vy a los cuales corresponden respectivamente las
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salida S;, 85, 33.....Sy.
Un bitio suplementario de rango y + 1, llamado "bitio
de desbordamiento", es aplicado en la entrada 1l8gica gy+l a
la cual corresponde la salida l8gica Sy+1 de la memoria.
Este bitio permite averiguar si la memoria ha side o no sa-
turada en un momento dado. Una salida suplementaria Sy+2 COo-
rresponde a un binon llamado "binon de marcacidn" cuya misidn
serf precisada mis adelante. La memoria tiene igualmente una
seiflial de reloj no representada en el esquema,
Entre cada entrada El, E2’ ...Ey Yy su salida correspon-
diente S,, Spyeee0eS . hay dispuesto un circuito de memoria

¥
que tiene en serie un nfimero n de registros de desplazamien-

%0 Ryy Bye.eR, 7 puertas 18gicas de orientaciln 2, 3 y 4
constitufdas por ejemplo por circuitos 1légicos Y de inver~
sién. Hay en total y circuitos de memoria idénticos. En la
figura, s8lo los circuitos de memoria correspondientes a los
binons extremos By Ey han sido representados, y los co-
rrespondientes a los otros binons intermedios han sido re-
presentados por puntos para simplificar el esquema.

Los n registros de desplazamiento Rl a Rn dispuestos en
serie tienen cade uno dos entradas A y B conectadas entre si
¥ una salida Q, y contienen cade uno z emplezamientose ILa
capacidad de la memoria estl asf caracterizada por el pro-
ducto nz,

Ias entradas A y B del primer iegistro de despleazamiento
Ry estln unidas a la salida del circuito l8gico Y de inver-
sién 2 de dos entradas C y D, Ls entrada D estd conectada a
la salida de un segundo circuito Y de inversidn 3, de dos en-
tradas E y Fo La entrada E recibe el binon correspondiente

de la informacibm. ILa entrada F recibe una sefial 1l8gica de
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La salida Q del enésimo registro R, estd conectada a
una entrada G de un circuito 1l8gico Y de inversién 4, cuya
segunda entrada H recibe la sefial llgica C;» ¥ cuye salida

150.~ I estd conectada a la segunda entrada C del circuito légi-
¢o0 Y de inversidn 2; por otra parte, la salida § del ené-
simo registro Rn entrega la sefial de salide marcada por la
letra S afectada por el fndice correspondiente al binon
considerado.

155,= La sefial 51 es elaborada por el circuito 1légico Y de _
inversidn 5 cuyss dos entrades estdn unidas al borne de en~
trada de Cl'. Las dos sefiales suplementarias de salida sy+1~
¥y Sy 40 Son elaboradas por otra parte a partir-de dos cir-
cuitos complementarios que tienen cada uno por una parte n

160.~ registros de desplazamiento (id&nticos a los precedentes)
designados respectivamente por R”;, R%5, «seB°) T B"3y R
esso R"n, conectados en serie de la misma manera que los
registros dg desplazamiento Rl a Rn salvo que las entradas
X ¢ Y de los primeros registros R’ ¥ B"; son alimentadas

165.~ separadamente, y por otra parte circuitos 18gicos Y de in-
versidn.

Las entradas Y de los registros R"; y R"; reciben la

sefial 18gica de mando C,e Ia entrada X de R'l estd unida a
la salida del circuito 18gico Y de inversifn 7 cuya entrada -

170.~ N esté conectada a la salida del circuito 18gico Y de in-
versibn 9 de dos entradas R y P, recibiendo R la sefial 18-
glca de mando Cy, y recibiendo P el binon de desbordamiento
Eg,1 Ia entrada T del circuito 18gico 7 estd unida a la sa-
lida del circuito 18gico Y de inversién 10 cuya entrada U

175.~ recibe la sefial 1l8gica 51 ¥ la entrada V la sefial de salida
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Sy+1 del endsimo registro R’n.
La entrada X del registro R") estd conectada a la sa-

lida del circuito 18gico Y de inversidn 6 con dos entrades

J ¥ K, recibiendo J la sefial 1ldgica 31 ¥y estando unida K a

180,- 1la salida del circuito 1l8gico Y de inversibn 8 una de cuyas

entradas I recibe la sefial 18gica Ei ¥ la otra enbtrada M
recibe la sefial de salida Sy+2 del enésimo registro R" n

Cada registro de la memoria recibe una sefial de reloj

no representada. La constituciln de los registros de desfa-
185.- saje R, R’, R" es tal que si una de las dos entradas A, B

0 X, Y recibe una sefial 18gica en el estado "O", la sefial

1l6gica a la salida estd en el estado "O" despuds de z im-~

pulsos de reloj, y la sefial 1l6gica en la salida est& en el

estado "1" cuando las dos entradas reciben seflales llégicas
190,= en estado "1",.

Ta memoria de almacenaje puede funcionar segin dos po-
sibilidades, una por acceso directo de las informaciones
sobre las entradas E, a Ey’ la otra por reciclado de las
salidas sl a Sy sobre las entradas respectivas E1 a Ey por

195;~ medio de los circuitos Y de inversidn 4, es decir que las
informaciones entradas en memoria pueden provenir bien 4i-
rectamente de las entradas E, bien de las salidss S corres-
pondientes. Estas dos posibilidades son efectuadaé a par-
tir de la sefial 1lbgica Gi que actua sobre los circuitos
200.~ 18glcos Y de inversidn 3 y 4.

Cads bitio de la informacidn codificada es transfoer—-
mado en una sefial de entrada en el primer registro de des-
plazamiento Rl por medio de las puertas Y de imversibn 3 y
2+ Se puede en efecto verificar, para'caﬁa uno de los bi-

205.~ tios de la informacidén propiamente dicha, que el estado 18-
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gico de 1as_entrad§s A B es el mismo que el de la entrada

E del bitio considerado si la seiial C) estd en el estado 18-

glco "1", y que, por el contrario, si la sefial C; ostd en
el estado légico "O", el estado 18gico de las entradas A B
es el mismo que el de la salida S del bitio considerado.

El funcionamiento de la memoria va a ser examinado
shora desde un triple punto de vistas .

- entrada de una informecidn en la memoria,

- salida de una informacidn de la memoria,

= desbordamiento de la memoria.

L# enfrada de una informacidn en la memoris se efec-
tua durante una fase en que la sefial 18gica C; estd en el
estado "1, fase llamada de autorizaciln de entrada en me-
moria, Durante ésta fase, las informaciones en las entra-
des A y B de los registros de desfasaje R son las de las
entradas E, y adends la sefial 16gica de borrado C, esté en
estado "18, La informacin en la entrada X del registro R';
es el bitio de rango y+l1 y la informacidn en la entrada X
del registro R"; es la sefial 18gica Y que esté en el esta-
do "1". Ia entrada en memoria de las. informaciones no es
autorizada més que si el bitio de rango y+2 esth en el es—
tado §0“, lo gque significa que la memoria de apilamiento no
estf saturada. La entrads en memoria se efectlia entonces
dando un impulso de reloje La informacidn entrads esté asi
constitufda por y+2 bitios, a saber y bitios de la informa=
cidn propiamente dicha mds un bitio correspondiente a la en-
trada Eg . (bitio de desbordamiento) y un bitio de marca-
cidn en el estado légico "1", Las otras informaciones.ya en
memoria son desplazadas por medip de impulsos de reloj.

Ia salida de una informacidn de la memoria se efectfia
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sobre demanda del 8rgano de lecturs de aguas abajos. Esta sa-
lida no est& autorizeda mfs que durante le fase en que la
gefial 1l8gica de mando C, esté en el estado "O" (fase llamada
de autorizacifn de salida), es decir durante la fase en que
no pueden entrar nuevas informaciones en la memoria,

De acuerdo coﬁ lo que se ha dicho m#s arriba, las in-
formaciones en las entradas A B de los registros R son las
de las salidas 8 correspondientes., Se puede verificar ade-
mds que las informaciones en las entradas X de los regis-
tros R'1 y R"l son respectivamente las mismas que las de
1?3 salidas Sy 7 Sy400 Lo salida de una informaciln se
efectlia entonces de la manera siguiente: Se hace actuar el
reloj de los reglstros por desplazamientbs sucesivos hasta
que el b%#io de_marcgci6n en Sy+2 pasa del estado "O" al es-
tado "L"; en este momento la informacidn mfs antigua en la
memoria se encuentra disponible sobre las salidas Sl"‘°sy
de la memoria y esta informacidn es acompafiada por el bitio
de désbordamiento en Sy+l ¥y el bitio de mercaciln en Sy+2.
Despuds de que la informacidn ha sido adquirida por el 8r~
gano de lectura (o en una variante por una memoria inter-
media o reguladora auxillar del tipo conocide) las informa-
clones contenidas en la memoria de apilamiento son recicla-
das hacia las entradas de la memoria siguiente: en primer
luger, la sefial C, pasa del estado "1" al estado "O", lue-
go se da un impulso de reloje La informacidn disponible so-
bre las salidas y ya leida por el Srgano de lectura es en-—
tonces reciclada hacia la entrada de la memoria de apila-
miento. Como esta realimentacidn se efectlia con las entra-
das Y de los registros R'l y R") en el estado 1l8gico "o",

la informacidén entrada de nuevo en memoria posee bitios de
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rango y+1 (bitio de desbordamiento) y de remgo y+2 (bitio
de marcacién) en estado 18gico "O', es decir, que en una
salida a la siguiente, la informacibn no serf ya tomada en
cuenta, A continuacidn, la seiial de mando C, pasa de nuevo
al estado "1", Se da enbtonces impulsos de reloj para re-
ciclar las otras informaciones en memoria hacia la entrada
de la memoria, pero sin alterarlas, es decir sin borrar su
bitio de marcacidn. Estas realimentaciones son proseguidas
en tanto gque el bitio de salida S

J+
gico "1", Cuando este bitio pasa de "1" a "0Q", el reciclado

> quede en el estado 18-

es entonces interrumpido deteniendo los imfiulgos de reloj.
En estas condiciones, la memoria se encuentra de nuevo en
el estado que precedfs sl comienzo de la fase de salida,
pero la informaciln extrafda es borrada y las informacio-
nes fitiles restentes son colocadas en el orden de su en-
trada, por el lado de la entrada de la memoria.

Se va a examinar finslmente el tercer punbto, & saber
el desbordamiento de la memoria, es decir el caso en que
la mémoria estd saturada hasta el punto ‘de no poder admi._
tir nuevas informaciones sin dejar salir las mls antiguas
que corren el riesgo entonces de mo poder ser leidas por el
Srgano de lectura, y de ser as{ perdidas. Este caso se pro-
duce cusndo en la fase de autorizaciln de entrada en memo-
ria (estando Cy en el estado uln) se tiene §y+2 en el es-
tado "1"., Por una ldgica conocida, no representada en el
esquema (por ejemplo una memoria o una bfscula), el bitio
Ey*l es puesto en el estado "1", Se puede entonces prohi-
bir tode nueva entrada en memoria por una accibén sobre el

reloj de registro de desfassje. A continuacidn cusndo el

Srgano de lectura haya permitido liberar uno o varios empla-'
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zamientos, las nuevas informaciones que se van & poder ha-
cer entrar en la memoria serdn acompeafiadas por este bitio

de rango y+l en el estado "1", Cuando el Srgeno de lectura
reciba una informacidn que posea este bitio en el estado "1,
se sabra que esta informacidn ha entrado en memoria después
de un desbordamiento, y que por consiguiente se podrén ha-
ber perdido otras informaciones. Este bitio de rango y+1
puede ser llevado de nuevo al estado "O" por ejemplo por me-
dio de un circuito temporizados de duracién conveniente cu-
ya accifn se dispararid una vez que haya gido detectado en
la memoria un emplazamiento vacante o por medio de cual-
quier otro dispositivo equivalente.

En el ejemplo citado, 8810 se han utilizado circuitos
18gicos Y de inversibn. Sin embargoe cualquier otra dispo=-
sicidn equivalente de circuitos légicos de tipo diferente
podrfa ser empleada, sin que se salga por ello del marco
del invento. Io mismo sucede para los nivelas légicos cita-
dos, que podrian ser invertidos.

Ia memoria de almacenaje seglin el invento puede ser uti-
lizada en ciertos casos particulares de transmisién de da-

tos.

N O T Ao"

Los puntos. de invencidn propia y nueva que se presen-
tan para que sean objeto de esta Patente de Invencidn en
Espafia, por veinte afios, son los sigulentes:

1¢,~ Memoria de apilamiento con indicacidn de desbor-
demiento para transmisiSn de datos en forma binaria en el
orden cronolbgico de su>entrada,‘caracterizada porgue tiene
tantos circuitos de memoria como bitios hay en la informa=- "

4

cibén a transmitir, estando compuesto cada circuito de memo=; |
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ria por uma parte, por un grupo de n registros idénticos
de desplazamiento montados en serie (teniendo cada regis-
tro de desplazamiento varios dmplazamientos, dos entradas
reunidas entre s{ y una salida), por otra parte, tres puer-
tas 18glcas de orientacidn con dos entredas y una salida,
a saber una primera puerta cuya primera entrada recide el -
bitio de entrada correspondiente a dicho circuito de memo-
ria y cuya otra entrada recibe una sefial 1légica de autori-
zaclén de entrada en dicha memoria (sefial designada en lo
que sigue por "primera sefial légica"), una segunda puerta
cuya primera entrada est4 conectada a la salida de la pri-
mera puerta y cuya segunda entrade estd comectada a la sa-
lida de 3a tercera puerta, teniendo el gruo de los regis-
tros su entrada conectada a la salida de la segunda puerta
y su salida unida a la primera entrada de la tercera puer-
ta, recibiendo la segunda entrads de dicha puerta, la pri-
mera sefial légica complementada, y estendo constitufda la
salida de cada circuito de memordia por la salida de su gru-
po de reglstros.

29,~ Memoria segfn el punto 12, caracterizada porque
tiene un primer circuito auxiliar compuesto por um grupo
de n registros de desplazamiento idénticos a los preceden—
tes y montados en serie pero cuyas dos entradas del priﬁer
registro no estdn unidas juntas como en el punto 12, reci-
biendo una de estas enyradas una sefial 18gica de mando lla-
mada "segunda sefial l8gica" destinada a borrar en le memo-~
ria la informacidn que ha salido de ells, estando conecta-
da la otra entrada a la salida de una puerta légica de dos
entradas unidas respectivamente a las salidas de otras dos

puertas 1l8gicas con dos entradas y una salida cada una, te-
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niendo la primera de estas puertas una entrada que recibe
un bitio auxiliar llamado "bitio de desbordamiento" y re~
cibiendo la otra entrada la primera sefial 16gica, teniendo
la segunde de estas puertas una entrada que recibe la pri-
mera sefial légica complementada, estando unida la otra en-
trade a la salida del grupo de registros precedente que cons-
tituye asi{ la salida de dicho primer circuito auxiliar, sa-
lida cuyo estado 1l8gico indica el desbordamiento eventual
de la memoTia.

30, Memoria segfin el punto 12, caracterizada porque
tiene un segundo circuito auxiliar compuesto por un grupo
de n registros de desplazamiento idéntico al grupo del pri-
mer circuito auxiliar y cuya primera entrads del primer re-~
gistro recibe la segunda sefial 18gica mientras gue la se-
gunda entrada de dicho registro estd unida a la salida de
una puerta 1l8gica de dos enkradas, recibiendo una de estas
entradas la primera sefial ldgica complementada y estando la
otra entrada unida a la salide de obtra puerta 1ldgica de dos
entradas, recibiendo una la primera sefial lbégica complemen—
tada y estando conectada otra a la salida del grupo de re-
gistros precitado, entregando dicha salida un bitio auxi-
liar llamado "bitio de marcacién® y constituyendo la salida
de dicho segundo circuito auxiliar.

49,~ Memoria seglin el punto 12, caracterizada porque
tiene una sefial de reloj que inicia el avance de las infor-
mecioneg, hacia la salida de la memoria, en los tres grupos
de registros de desplazamiento enumerados anteriormente.

52,= "MEMORIA DE APILAMIENTO CON INDICACION DE DESBOR-
DAMIENTO PARA TRANSMISION DE DATOS EN FORMA BINARIA EN EL
ORDEN CRONOLOGICO DE SU ENTRADA", todo tal y conforme se des=-
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cribe en la presente Memoria, la ¢ consta de 387 lineas

s
y & t{tulo de ejemplo se represerta en el adjunto dibujo.

Madrid, ”/7 JUN}}Q?Z .
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